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【はじめに】  

p-GaN の深いエネルギー準位のトラップを低周波容量 DLTS 測定により評価した結果につ

いては報告した[1]。今回、検出感度では劣るものの浅い準位の評価には優位性のあるアドミ

タンス分光を用いて、p-GaN の浅い準位を評価したので報告する。また、活性化熱処理時間

の影響についても検討した。 

【実験方法】 

測定試料構造は n+-GaN 基板上に MOVPE 成長により作製した n+p 接合ダイオードである。

用いた p-GaNは、[Mg]=5x1017 cm-3、[C]=2.6x1015 cm-3の試料である。活性化熱処理温度は 850 ℃

で、処理時間 5分と 5時間のものを用いた。アドミタンス分光測定は、周波数 50 Hz~2 MHz、

温度範囲 80~400 K で行った。 

【実験結果】 

図 1 に、測定周波数 1 kHz での容量、G (コンダクタンス)/ω対測定温度の結果を示す。熱

処理時間 5分の試料では、100 K 付近での容量ステップと 103 Kでの G/ωのピークが観測さ

れた。周波数 50 Hz~2 MHzの測定結果から、このピークの活性化エネルギーは 0.21 eV と求

まった。このエネルギーは、Mgアクセプタの活性化エネルギーと考えられる。熱処理時間 5

時間でも同様な容量ステップ、G/ωのピークが観測された。一方、熱処理時間 5 時間の試料

では新たに C、D とラベルした G/ωのピークと対応する容量ステップが観測された。トラッ

プ C のエネルギー準位は Ev+0.21 eV、捕獲断面積は 5.3x10-14 cm2 であった。トラップ D は

Ev+0.11 eV、8.7x10-20 cm2と、ピーク温度が Cよりも高温ではあるが、より浅い準位であった。 

【まとめ】 

 アドミタンス分光により p-GaNの浅い準位を評価した。活性化処理時間 5分では観測され

ない新たなトラップ C (Ev+0.21 eV)とトラップ D (Ev+0.11 eV)が、処理時間 5時間の試料で観

測された。トラップ Dの捕獲断面積が小さい原因については、さらに検討する予定である。 
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Fig. 1 Capacitance and G/ω at 1 kHz vs temperature 
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